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4. VREF =VDD=5.0V (RREF=0Q) Example : VDD=5.0V,
RREF=100K Q

VIH 0.7vVDD 3.5V Min. (V) | Typ. (V) | Max. (V)
VM 0.5VDD 2.5V VREF 4.475 4.646 4.733
VIL 0.3VDD 1.5V VIH 3.133 3.252 3.313
PIR % +0.2vDD |+1V VM 2.238 2.323 2.367

VIL 1.343 1.394 1.420

PIR % 1 | £0.895 | £0.929 | +0.947

IC /=% = 52mV @25C

5. VREF =VDD=3.0V (RREF=0Q)

Example: VDD=3.0V,

RREF=100K Q
VIH 0.7VDD 2.1V Min. (V) | Typ. (V) | Max. (V)
VM 0.5vDD 1.5V VREF 2.678 2.782 2.836
VIL 0.3VvDD 0.9V VIH 1.875 1.947 1.985
PIR & [ +0.2vDD |+0.6V VM 1.339 1.391 1.418
VIL 0.803 0.835 0.851
[Zin +0.536 | +0.556 | +0.567
IC 7= = 31mV @25°C
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	BISS0001 是为各种传感器配套设计的专用集成电路，采用精密工艺制造。其外围器件大大减少，节约了空间和成本及调试时间，提高整机可靠性，可广泛应用于照明控制、马达和电磁阀控制，防盗报警等领域。
	二、 封装图
	图1 BISS0001(相容 BISS0001)外引线连接图
	图2 : BISS0001(相容BISS0001) 原理框图

	七、应用电路图
	图5

	八、封装外形及尺寸图
	VC 为 low 时是白天， 若是 VC 管脚并接电容到地, 可以让 IC 在 Power ON
	VREF =VDD=5.0V (RREF=0Ω) Example : VDD=5.0V, RREF=100KΩ


